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AV10O15(A=Ba,Sr)は V の平均価数が+2.8 であり、

3 重縮退した t2g 軌道に電子を平均 2.2 個持つ。

BaV10O15 では Ts=123K で V3+イオンが三量体を組

む構造相転移とそれに伴う金属絶縁体転移を起こす。

これに対してSrV10O15は構造相転移を起こさないが、

電気抵抗は低温まで絶縁体的であることが知られて

いる。 

本研究では、この２つの混晶系 Ba1-xSrxV10O15

の単結晶を作製しその物性を調べた。また、（酸素

のストイキオメトリーからのずれによって）三量体

相転移をおこさない BaV10O15が得られたため、そ

の物性に関しても調べた。試料作製に関して、化学

量論比に従い原材料を混ぜ、1300℃10 時間で焼結

し多結晶を作り、Floating Zorn 法（FZ 法）で単

結晶を作製する。 

 まず、Ba1-xSrxV10O15 についての実験結果を示す。 

0 100 200 300

10
−2

10
0

10
2

10
4

10
6

T (K)

Ts=103K


 (


cm
)

Ts=123K

  Ba1−xSrxV10O15

x=0
x=0.05

x=0.07

I//unknown

x=1

x=0.06

Ts=82K

 

図１ Ba1-xSrxV10O15の電気抵抗率の温度依存性 

図１に電気抵抗率の温度依存性を示す。Sr 置換量

の増加に伴い三量体相転移温度が下がり、x=0.07 で

三量体相転移を起こさなくなることがわかる。 

図２に帯磁率の温度依存性を示す。三量体相転移

に伴う異常が確認できる。図１の x=0.06 とは同一の試

料棒を用いているが、転移点がわずかに異なるのは、

異なる部位を測定に用いているためであると考えられ

る。 
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 また図２より、36K と 21Kで a軸方向にスピンの向き

が揃う反強磁性相転移がみられる。BaV10O15 では

43K、SrV10O15 では 27K で反強磁性相転移を起こ

すことから、x=0.06 では BaV10O15 と SrV10O15 両方

のタイプの反強磁性相転移が共存していると考えら

れる。 

 図３では BaV10O15、SrV10O15 のタイプの反強磁性

相転移点をそれぞれ TN1、TN2 と、また構造相転移点

を Tc として相図にまとめた。Tcの消失と TN2の消失は

相関があることがわかる。 

 また BaV10O15においても、作製条件を変えると三

量体相転移を起こさない単結晶ができることがわ

かった。電気抵抗率の跳びは見られず、SrV10O15 と

同様低温まで絶縁体的である。また磁化率について

低温で FC と ZFC が分かれるスピングラスのよう

な振舞いをすることがわかった。 
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図２  Ba0.94Sr0.06V10O15

の帯磁率の温度依存性 

図 ３  Ba0.94Sr0.06V10O15

の転移点の x依存性 

 


